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1. 서론 
 

컴퓨터를 비롯한 전자기기의 소형화 및 대용량화에 힘입어 복잡한 

전자회로 구조들의 작은 집적회로 칩 내에 고집적화가 가능해지고 있

다. 그러나, 점점 늘어나는 방대한 자료에 반해 그 대표적 저장장치인 컴

퓨터용 하드 디스크는 그 크기와 안정성 면에서 휴대용 기기에 사용하

기에는 많은 문제점을 내포하고 있다. 따라서, 소형화, 경량화 및 최소

한의 전력소비가 가능한 휴대용 저장장치에 대한 관심은 더욱 고조되

어, 현재 스마트 디스크, 소형 플래시 메모리, NOR 및 NAND 플래시 

메모리 장치, USB 메모리 등이 상용화되어 사용되고 있다. 하지만, 아

직까지 이런 메모리들은 저장용량이 수 기가바이트 수준밖에 되지 않

아 방대한 양의 데이터를 처리하기에는 기술발전이 시급한 실정이다. 

또한, 위에 언급된 메모리들 중 스마트 디스크, 소형 플래시 메모리와 

같은 무기 반도체를 기반으로 한 장치들은 적층이 어렵기 때문에 저장

용량을 늘이는데 근본적인 한계가 있다. 따라서, 현 기술의 장벽인 용량

문제를 해결하기 위해 유기 메모리 연구에 대한 관심이 점점 증대되고 

있다. 

유기 메모리 소자는 유기물을 이용하여 on/off 상태를 표현하는 메모

리 소자로서 기존의 무기 반도체 또는 금속 산화물을 이용하는 메모리 

소자를 대체하기 위하여 개발되고 있다. 기존의 메모리 소자에 비하여 

메모리 소자 제작 공정이 단순하고, 저가에 메모리 소자 제작이 가능하

며, 프린팅 공정을 이용한 대형화에도 적합하고, 유기물의 유연성으로 

인하여 flexible 소자의 제작이 가능하며, 경량으로 제작 가능하며, 고

속으로 정보의 저장 및 삭제가 가능하고, 메모리 단위의 적층이 용이하

여 메모리 집적도를 높일 수 있는 장점을 가지고 있다.  

메모리 소자는 메모리 소자의 특성에 따라 비휘발성 메모리(non-

volatile memory)와 휘발성 메모리(volatile memory) 소자로서 구분

되어지며, 비휘발성 메모리의 경우 데이터를 기록하게 되면 전원이 제

거되더라도 데이터를 그대로 기억하는 특성을 가지며, 휘발성 메모리의 

경우에는 전원을 제거하는 데이터가 제거되는 특성을 갖는다. 유기 메

모리 소자의 경우 유기 재료 및 소자 구조 제어를 통하여 휘발성 또는 

비휘발성 메모리의 제작이 가능하며, 최근의 주된 연구는 전원을 제거

하더라도 정보를 기억하고 있는 비휘발성 메모리 소자의 개발을 중심

으로 이루어지고 있다. 본 내용에서는 주로 최근에 활발히 개발되고 있

는 비휘발성 메모리의 개발 현황에 대하여 논하도록 하겠다.  

 

 

2. 본론 
 

유기 메모리 소자는 쌍안정성을 통하여 메모리 성능을 가지는 유기 

소자로서 동일 전압에서 두 가지의 안정된 전도성(혹은 저항성), 즉, 

On(“1”)-Off(“0”)를 지니는 유기 소자이다. 비휘발성 메모리의 경우 

전원을 제거하더라도 on-off 상태를 그대로 유지하는 것이 가능하며, 

일반적으로 유기 메모리 소자는 두 개의 전극과 메모리 특성을 가지는 
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유기물로 구성된다. 유기 메모리 소자의 on/off 특성은 유기물의 성능

에 따라 주로 좌우되며, 유기물과 함께 소자를 구성하는 나노 입자 등

에 의해서도 메모리 특성이 큰 영향을 받는다.  

유기 메모리 소자를 비휘발성 메모리 소자로 사용하기 위해서는 소

자의 잡음에 대한 방지와 정보의 원활한 검출을 위해 메모리 상태에 

대한 큰 on/off 비율이 요구되며, 소자 동작에 있어서 읽기, 쓰기, 지

우기의 나노초(ns) 수준의 고속 구동이 가능해야 하며, 높은 정보 저장 

횟수(write/erase cycles) 및 고집적을 위해 소자의 크기가 작아짐에 

따라 전자기파 및 방사선 입자 등의 외부 조건에 덜 민감하고, 소자의 

낮은 상호 간섭(cross talk)과 작은 면적의 단위 소자로 구성될 것이 

요구된다. 또한, 휴대용 및 이동장치에의 적용을 위해 낮은 소비전력

이 요구되고 이를 위한 낮은 구동전압과 저에너지 손실의 소자 특성이 

요구되고 있다. 

일반적으로 유기 메모리 소자는 두 전극 사이에 유기물을 포함하는 층

으로 구성되어 있으며, 쓰기 전압에 따라 두 전극 사이의 저항 또는 

전도도 변화에 의하여 동일 전압에서 두 가지 서로 다른 전류 상태를 

표현하게 된다. 그림 1의 전류-전압 곡선에서 메모리 소자는 1 V에서 

서로 다른 두 전류 상태를 보이고 있으며, 낮은 전류 상태(높은 저항)

는 메모리 소자에 erasing 전압을 인가할 경우 구현되며, off 상태에 해

당한다. 반면, 높은 전류 상태는 메모리 소자에 writing 전압에 해당하

는 전압을 인가할 경우 구현할 수 있으며, 메모리 소자의 on 상태에 해

당한다. 높은 전류 상태는 다시 erasing 전압을 가할 경우 낮은 전류 상

태로 되돌아가며 이 모든 과정이 가역적으로 발생하고, 한번 기록된 전

류값은 erasing 전압을 가할 때까지 전압을 제거하더라고 그대로 유

지되어 비휘발성 메모리 소자의 특성을 갖게 된다. 

유기 메모리 소자를 구현하는 방식으로는 다양한 방식이 알려져 있

으며, 대표적인 메모리 소자 구현 방식으로는 전하이동 착물 (charge 

transfer complex)을 이용하는 방법, 유기물과 나노입자를 이용하는 

방법, 분자 구조의 변화를 이용하는 방법 및 순수 유기물을 이용하는 

방법 등이 알려져 있다. 다양한 방식의 유기 메모리 소자 구현 방식을 

표 1에 나타내었다.  

2.1 전하 이동 착물을 이용하는 유기 메모리 소자(Organic 

Memory Using Charge Transfer Complex) 

일반적으로 polymer matrix 내에 전자주개(electron donor), 전

자받게(electron acceptor)를 각각 혼합하여 complex를 제조한 것

으로, 그 용액을 spin-coating 방식으로 전극 위에 증착한다. 대표적

인 예로, polystyrene에 전자주개인 tetrathiafulvalene(TTF)와 전

자받게인 methanofullerene 6,6-phenyl C61-butyric acid methyl 

ester(PCBM)를 혼합하여 용액을 제조하고, 이를 전극에 코팅하여 측

정한 것이 있다.1 I-V 특성을 조사한 결과, 0-2.6 V까지는 낮은 전도

도, 2.6 V 이상의 경우에는 높은 전도도를 갖는 쌍안정성(bistability)

을 나타내어 유기 메모리 장치로의 가능성을 제시하였다. 다른 연구로

는 전자주개 특성을 갖는 poly(N-vinylcarbazole)(PVK)에 전자받

게 특성을 갖는 풀러렌(fullerene)을 측쇄(side chain)에 1 mole% 

정도 도입하여 이를 ITO glass에 증착하고 I-V 특성을 측정한 결과 

유기 메모리 소재로의 사용에 적합한 성능을 보여주었다. 또한, 금속인 

Cu와 전자 받게인 tetracyanodiquinomethane(TCNQ)를 ITO 전

극과 Al 사이에 적층하여 메모리 소자를 구현하는 연구도 보고되었다.2 

그림 2에 Cu와 TCNQ로 구성된 메모리 소자의 전류-전압 특성을 나

타내었다. 그러나, 전하 이동 착물을 이용하는 메모리 소자는 on/off 비

율이 낮으며, 스위칭 속도 측면에서 다른 유기 메모리 소자에 비하여 저

하되는 단점을 가지고 있기 때문에 연구 개발은 미미한 수준이다.  

2.2 유기물과 나노입자를 이용하는 유기 메모리 소자(Organic/ 

Nanocluster Composite Structure) 

유기물과 나노입자를 이용하는 메모리 소자는 현재 가장 활발하게 

연구되고 있는 분야로서 유기물 사이에 전자를 받을 수 있는 전자받

 

 

그림 1. 대표적인 유기 메모리 소자의 구조 및 전류-전압 특성. 

표 1. 다양한 방식의 유기 메모리 소자 구현 방식 

메모리 소자 제조원리 메모리 소자 특징 연구 그룹 
Charge Transfer Complex를  
이용한 메모리 소자 

 

낮은 on/off 비율 
Potember et al.,
Synth.Met., 1982

분자구조의 형태 변화 또는 산화/환원  
메커니즘 

 

느린 반응 속도 
Collier et al., 
Science 2000 

금속 나노입자를 이용한 메모리 소자 

 

가장 우수한 특성 
나노입자 분산의 

재현성 부족 

Yang et al., 
Nano Lett., 2005

유기 화합물을 이용한 메모리 소자 

 

낮은 on/off 비율 
메모리 특성의 

불안정성 

Ma et al., 
Appl. Phys. Lett., 

2006 
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개로서 나노입자를 포함하고 있는 구조로 이루어져 있다.2-13 나노입

자를 포함하는 유기 메모리 소자는 높은 on/off 비율, 우수한 반복 구동 

안정성 및 ns 수준의 고속 응답성 등이 보고되고 있다. 나노입자로서는 

다양한 입자들이 연구되고 있으며, 대표적인 나노입자로는 금속 나노 

입자, 양자점 및 금속 산화물 등이 있다.  

금속 입자를 이용한 유기 메모리 소자는 Y. Yang 그룹에 의하여 최

초로 보고되었으며, 유기물 내에 금속 나노입자를 도입하여 유기물로

부터 금속 입자로의 전자 이동에 의한 전하 trapping 현상에 의하여 

on/off 상태에서의 저항 차이에 의하여 메모리 특성이 구현되는 것으

로 보고되었다. 그림 3에 유기물인 tris-(8-hydroxyquinoline) 

aluminum(Alq3) 사이에 Al 나노입자를 포함하는 소자의 전류-전압 

특성을 나타내었다. 메모리 소자는 초기 off 상태에서 전압이 증가함

에 따라 전류가 서서히 증가하게 되며, threshold 전압(Vth)에서 급격

하게 전류가 증가하게 된다. Vth에서 소자는 낮은 전류 상태에서 높은 

전류 상태로 변화하게 되며, off 상태에서 on 상태로 전환된다. Vth 이

후 추가적으로 전압이 상승하면 소자의 전류는 감소하는 경향을 나타

내며 일정 전압(Vmin) 이상에서는 전류가 다시 증가하게 된다. 이러한 

현상은 나노입자를 포함하는 유기 메모리 소자에서 주로 관찰되고 있

으며, negative differential resistance(NDR) 현상이라고 한다. 전압

을 다시 감소시키게 되면 전류값은 Vth 보다 낮은 전압에서도 높은 전

류값을 보이는 것을 알 수 있으며, on 상태를 보이게 된다. 따라서, 나

노입자를 포함하는 메모리 소자는 0 V와 3 V 사이에서 동일 전압에

서 높은 전류 상태와 낮은 전류 상태를 보이는 것을 알 수 있으며, 두 전

류 상태는 전원이 제거된 이후에도 안정적으로 유지된다. 본 소자의 

writing 전압은 3 V와 4 V 사이이며, erasing 전압은 6 V에 해당한다.  

Y. Yang 그룹의 연구 이후에 다양한 금속입자를 포함하는 유기 메모

리 소자가 보고되었으며, 금속 입자가 도입될 경우에 소자에서의 메모

리 특성이 우수한 것으로 보고되고 있다. 금속 나노입자를 유기 메모리 

소자 내에 도입하는 방법은 금속과 유기물을 진공상에서 열증착하여 형

성하는 방법과 금속 나노입자를 분산시킨 용액에서 유기물과 금속나노

입자를 혼합하여 코팅하는 방법을 사용하고 있다. 그러나, 진공 증착에 

의한 방식 및 용액상에서의 분산을 통하여 유기물 내에 나노입자를 균

일하게 분산하는 방법들은 금속 나노입자 분산이 균일하지 않은 단점으

로 인하여 소자의 특성이 저하되며 특성 재현성이 확보되지 못하는 문

제점이 있다.  

금속 입자를 통하여 구현하는 유기 메모리 소자의 특성 안정성을 향

상시키기 위한 방법은 금속 입자의 표면을 증착 도중 산소를 이용하여 

산화시켜 코어-쉘 구조의 나노입자 형태로 유기물 내에 분산하는 방법

이다. 금속 나노입자에 의한 쌍안정성은 금속 나노입자에 의한 charge 

trapping/detrapping 메커니즘으로 알려져 있으며, charge trapping

을 효과적으로 하기 위해서는 금속 나노입자 코어에 전하를 가둘 수 있

는 절연성을 갖는 물질을 표면에 코팅하여 코어-쉘 구조를 구현해야 

한다. 따라서, 금속 나노입자를 증착 공정 중 산화시켜 산화물을 표면

 

그림 2. 전하 이동 착물인 Cu-TCNQ를 이용하는 메모리 소자의 전류-전압

특성.
2
 

 
그림 3. 금속 나노입자를 포함하는 유기 메모리 소자의 전류-전압 특성.

8

표 2. 유기 메모리 소자의 나노입자 및 나노입자를 분산시킨 소자 관련 주요

연구 

기술항목 기술내용 특성 연구그룹

Alkanethiol로 표면처리한 Au 입자 개발 

 

On/off 

비율 103

Y. Yang,

J. Appl. Phys.,
2006 

TMV virus를 코팅한 Pt 입자 

 

On/off 

비율 103

Y. Yang

Nature 
Nanotech.,

2006 

금속 나노입자 

용액 분산 

Citrate stabilized Au 입자 

Freq. 0.5-1

MHz 

Leong 

Appl. Phys. 
Lett., 2007

Nano patterned Au 분산 구조 

 

On/off 

비율 106

Tu et al. 
Appl. Phys. 
Lett., 2006

소자 구조내

일정한 배열을

가진 금속 

나노입자 

Parylene pillar를 이용한 SAM controlled  

Au 분산 구조 

 

On/off 

비율 104

Wang et al.
Appl. Phys. 
Lett., 2006
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에 형성할 경우 코어-쉘 구조의 나노입자 형성이 가능하여 안정적인 

메모리 소자의 특성을 구현할 수 있다.14  

진공 증착을 이용하여 유기 메모리 소자 내에 나노입자를 형성하는 

공정은 공정제어가 어렵기 때문에 나노입자를 균일하게 분산하기 어

려운 단점이 있다. 이를 해결하기 위하여 alkanethiol을 Au 표면에 

monolayer로 처리하여 제작한 유기 메모리 소자가 보고되었으며, 안

정적인 메모리 소자의 특성을 보이는 것으로 보고되었다. Au 금속 입자

를 고르게 분산시키기 위한 방법으로서 citrate를 Au 표면에 처리하여 

메모리 소자를 구현함으로써 메모리 소자의 특성을 향상시키는 연구가 

있었으며, parylene pillar와 자기조립층을 이용하여 Au 나노입자를 분

산하여 메모리 특성을 향상시키기도 하였다. 다양한 금속 분산 방법을 

이용한 메모리 소자 연구결과를 표 2에 정리하였다. Y. Yang 그룹은 또

한 polyaniline(PANI) 나노섬유와 금(Au) 나노입자로 구성된 복합재

료를 제조하여 유기 메모리 소재로의 가능성을 제시하였다. 이는 두 가

지 물질, 즉 금속 나노입자와 전도성 고분자 조합을 이용한 유기 메모

리 신소재 개발에 새로운 가능성을 열어주었다. 이 시스템에서 금 나노

입자는 전하 저장소로 작용함으로써 전류 흐름에 있어서 쌍안정성을 나

타내게 하는 중요한 역할을 한다. 실제 실험에서 금 나노입자를 제외한 

경우에 PANI 나노섬유만으로는 쌍안정성을 도출하는데 실패하였다. 

실험에서 제조된 금속 나노입자는 전도성 고분자 나노섬유/금속 나노

입자 복합재료에서 전하 저장소 역할을 하여 반응속도를 ns 수준으로 

올리는 성과를 보여주었다. 그림 4에서는 PANI 나노섬유에 금 나노입

자를 넣어 제조한 복합재료의 투과전자현미경 사진 및 메모리 장치의 

모식도를 나타내었다. 

금속 나노입자 이외에 다양한 나노입자들이 메모리 소자 구현을 위

하여 적용되었으며, 양자점 입자와 유기물의 복합체 구조가 메모리 소

자 특성 구현에 매우 효과적이었다. 코어-쉘 구조의 CdSe/ZnS 양자

점을 C60에 분산하여 쌍안정성을 확보하였으며, 양자점층을 이층 구조

로 적용한 소자에서는 여러 단계의 전류 레벨을 구현할 수 있었다.15 양

자점 입자는 양자점 자체로서도 메모리 특성을 구현하는 것이 가능하

였으며, 양자점 입자를 probe의 팁을 접촉하여 메모리 특성을 관찰하

여 비휘발성 메모리 특성을 확인하였다. 이 외에도 양자점을 고분자 물

질에 적용한 다양한 메모리 소자들이 보고되었다.  

금속 산화물 입자를 이용한 메모리 소자도 보고되었으며, MoO3를 

Alq3 사이에 나노입자 형태로 분산하여 비휘발성 메모리 소자의 특성

이 구현됨을 확인하였다.16,17 그림 5에 금속산화물 입자를 포함하는 메

모리 소자의 전류-전압 특성을 나타내었다. 1 V와 2.5 V 사이에서 on 

상태와 off 상태를 보이는 것을 알 수 있으며, 금속 나노입자를 포함하

는 메모리 소자와 유사하게 NDR 현상을 보이는 것을 알 수 있다. 산화

물 나노입자는 유기물 사이에서 전하를 trapping하는 역할을 통하여 

쌍안정성을 보이는 것으로 알려져 있다. 

2.3 순수 유기물 메모리  

금속 나노입자 없이 순수하게 유기물을 이용하는 방법으로 유기 메

모리 소자를 개발하는 연구도 진행되고 있으며, 나노입자를 사용하는 

구조에 비하여 간단한 구조로 메모리 특성을 구현할 수 있는 장점이 

있다.18-22 전하수송 특성을 보이는 유기물을 두 전극 사이에 적용할 

경우 메모리 특성이 구현되는 것이 보고되었으며, charge trapping이 

가능한 물질을 전하수송 물질 내에 도입할 경우 메모리 특성이 개선

되는 것으로 보고되었다. 쌍안정성을 보이는 순수 유기물로서는 poly-

phenylenevinylene(PPV), polyfluorene(PFO), polyvinylcarba-

zole(PVK) 등이 알려져 있다. PPV 고분자 물질의 경우 두 전극 사이

에서 여러 전류 단계를 구현하는 메모리 소자의 특성이 보고되어 있으

며, Al 전극을 사용할 경우 높은 on/off 비율이 구현되는 것으로 알려져 

있다. 그러나, Au 등의 전극을 사용할 경우에는 스위칭 특성이 저하되

어 on/off 비율이 낮은 것으로 보고되었다. 따라서, PPV 고분자를 포

함하는 유기 메모리 소자의 쌍안정성은 PPV 고분자 자체에 기인하는 

것이 아니라 Al 전극과 PPV 고분자 계면에서의 Al2O3 생성에 기인하

는 것으로 보고되었다. Al의 증착 과정에서 진공 챔버내의 잔류 산소에 

의하여 Al2O3가 생성되며, 생성된 Al2O3는 Al 나노입자의 표면에 형성

되어 코어-쉘 구조를 형성하고 이에 의하여 쌍안정성이 구현된다. 

PFO 고분자도 우수한 스위칭 특성을 보이며, PFO 계열의 고분자의 경

우에는 PPV 계열의 고분자 메모리 소자에서 나타나는 계면 효과와 함

께 PFO 고분자의 플로렌 단위체의 산화에 의하여 나타나는 플로레논

(fluorenone)에 의한 전하 trapping이 메모리 특성에 중요하였다. 플

로레논 단위는 플로렌 단위에 비하여 좁은 밴드갭으로 인하여 전하를 

trap하는 역할을 한다. 이 외에도 PVK 계열의 고분자, 안트라센 계열

의 유기물 및 프탈로시아닌 계열의 유기 물질들이 순수 유기물로서 비

휘발성 메모리 소자의 특성을 보이는 것으로 보고되었다. 순수 유기물

을 이용하는 유기 메모리 소자는 밴드갭이 좁은 물질을 밴드갭이 넓은 

 

 
그림 4. PANI-Au 나노입자의 전자 전달 메카니즘, TEM 및 메모리 소자의

모식도.
12
 

그림 5. ITO/Alq3/MoO3/Alq3/Al 구조를 갖는 유기 메모리 소자의 전류-전

압 특성.
16
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물질에 도핑하여 제작하는 것도 가능하며, 밴드갭이 좁은 물질이 전하 

trapping 현상을 유도하고 이에 의하여 쌍안정성이 구현된다. 그림 6
에 PVK를 두 전극 사이에 사용한 유기 메모리 소자의 전류-전압 특성

을 나타내었다.  

이러한 순수 유기물을 이용하는 메모리 소자의 메모리 특성 구현 메커

니즘은 filament메카니즘, 전하의 tapping/detrapping 및 계면에서의 

산화물 생성 등이 알려져 있으나, 아직까지 정확한 메커니즘이 규명되

지 않아 추가적인 연구가 요구되고 있다.  

2.4 분자 구조의 형태 변화를 이용하는 유기 메모리 

분자 구조의 형태 변화 또는 산화 환원 반응을 이용하여 메모리를 구

현하는 방식도 보고되어 있으며, 대표적인 방법은 rose bengal을 이용

하는 메모리 소자이다.23 Rose bengal의 경우 전압에 따라서 형태

가 변화하는 것으로 알려져 있으며, 이에 의하여 전압 스캔에 따라 

hysteresys가 나타나는 것으로 추정되고 있다. 그러나, 메모리 특성 

구현 메커니즘은 불명확하여 아직까지 정확한 메모리 소자 특성 구현 

메커니즘에 대한 연구가 추가적으로 요구되고 있다. 그림 7에서와 같

이 분자 구조의 형태에 따라서 서로 다른 전류 상태를 보이고 있는 

것을 알 수 있다. 그러나, 분자 구조의 형태 변화 자체의 반응속도가 느

리기 때문에 스위칭 타임의 문제가 있기 때문에 이와 관련된 연구는 

활발하지 않은 편이다.  

2.5 OFET(Organic Field Effect Transistor Memory Device) 

두 전극 사이에 유기물을 기반으로 하는 유기막층 또는 유기복합층

을 포함하는 유기 메모리 소자와 함께 트랜지스터 구조를 갖는 or-

ganic field effect transistor memory device(OFET)도 알려져 있

다.24,25 OFET 구조를 비휘발성 메모리로 활용하기 위해서는 insulator

로 사용하는 고분자가 gate에 전압을 가함에 따라 permanent po-

larization 특성을 나타내어야 한다. 전압에 따라 게이트 전극에 도입되

는 유기 절연체의 permanent polarization이 변화하게 되고, 전압을 제

거한 이후에도 유기 절연체의 permanent polarization은 그대로 유

지되어 비휘발성 메모리의 특성을 갖게 된다. 따라서, 유기 절연체 

물질은 큰 dielectric constant와 dipole을 가져야 하며, 주로 상자성

(ferroelectric) 물질을 절연체로 도입하여 비휘발성 메모리 특성을 구

현한다. 대표적인 고분자 계열의 상자성 물질로서는 polyvinylidene 

fluoride의 유도체 및 공중합체 등이 사용되고 있다. 최근의 연구에

서는 gate insulator 고분자로 poly(vinyl alcohol)(PVA)를, 유기 반도

체로 methanofullerene 6,6-phenyl C61-butyric acid methyl 

ester (PCBM)을 사용하여 I-V 특성에서 쌍안정성을 확인하였다. 

하지만, 현재까지 이런 OFET의 단점으로는 switching 전압이 매우 

높다는 것과 메모리 보유시간이 짧다는 것이며, 이 두 가지 문제점을 

해결해야 한다. 

2.6 기타 
유기 메모리 소자는 상기에서 서술하였듯이 다양한 방법으로 구현되

고 있다. 최근에는 상기의 유기 메모리 소자의 활용도를 높이기 위하여 

투명한 유기 메모리 소자도 개발되었으며, 투명 메모리 소자의 경우에

는 투명도로 인하여 디스플레이와 접목하여 사용하거나 또는 투명한 메

모리로서 사용이 가능하여 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 

그림 8에는 PPV 고분자를 이용하여 구현한 투명한 유기 메모리 소자의 

소자 구조와 사진을 나타내었다. 또한, 유기 메모리 소자는 플렉시블 기

판 위에 적용하여 플렉시블 유기 메모리 소자를 구현하는 것도 가능하

며, 플라스틱 기판 위에 메모리 소자를 구현하여 플렉시블 메모리 소

자를 구현하는 연구도 보고되었다.26  

 

 

3. 결론 
 

앞서 서술하였듯이 비휘발성 유기 메모리 소자는 높은 on/off 비율, 

빠른 응답 속도, flexibility 및 단순한 소자구조 및 공정 등의 장점으

로 인하여 향후 기존의 메모리 소자를 대체할 수 있는 신개념 메모리 

소자로서 활발히 개발이 진행될 것으로 기대되고 있다. 특히 flexibility 

및 프린팅 공정 적용 등은 기존의 메모리 소자로서는 구현할 수 없는 

 
그림 7. Rose bengal을 이용하여 구현한 메모리 소자의 특성.

23 

 
그림 6. Al/PVK/Al 구조를 갖는 유기 메모리 소자의 전류-전압 특성.

22 

 

그림 8. 투명 유기 메모리 소자의 소자 구조 및 사진.
21
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유기 메모리 소자만의 독특한 강점으로서 향후 지속적으로 개발될 것

으로 예상되는 플렉시블 전자소자에 있어서 매우 중요할 것으로 예측

되고 있다. 따라서, 이러한 유기 메모리 소자의 장점을 살리고, 현재 

유기 메모리 소자의 가장 큰 단점인 특성 재현성 확보와 구동 회수에 

따른 메모리 소자의 신뢰성 확보의 문제점을 해결한다면 향후 유기 메

모리 소자는 기존의 메모리 소자에 비하여 경쟁력을 확보할 수 있을 

것으로 기대된다. 또한, 유기 메모리 소자는 단순한 기억 소자로서의 역

할뿐 아니라 다른 소자를 구동할 수 있는 구동 소자로서의 역할을 할 

수 있기 때문에 그 활용 가능성이 매우 클 것으로 기대된다. 
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